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1. はじめに 

アモルファスカーボン（a-C）膜は高硬度・低

摩擦係数などの優れた機械特性や高い化学的安

定性をもつことで知られている。プラズマ CVD

法による a-C膜の作製は、大面積へ均一な薄膜の

形成が可能であり工業的に広く利用されている。 

プラズマ CVD 法による a-C 膜の作製では、一

般に炭素源として CH4や C2H2といった炭化水素

系のガスが用いられる。炭化水素系のガスを使用

することで、a-C膜には水素が含まれる。多くの

場合、水素含有量の増加は a-C膜の硬度低下につ

ながる。本研究では、炭素源として CO ガスを用

い水素が存在しないプラズマを生成し、RF プラ

ズマ CVD 法による a-C膜の作製を行った。 

2. 実験 

 COガスを炭素源としたRFプラズマCVD法に

より、Si基板上に a-C膜を成膜した。成膜条件は

CO ガス流量 100sccm、チャンバー内圧力 10Pa、

RF 電力（13.56MHz）100W とした。CO ガスと

の比較として炭素源に C2H2 を用いた a-C膜の成

膜も行った。セルフバイアス電圧は、CO では

-1160V、C2H2では-1100Vであった。 

作製した薄膜の分析は、FE-SEM とラマン分光

分析により行った。また、成膜条件における C2H2

及び COプラズマの発光分光分析を行った。 

3. 結果と考察 
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Fig.1に C2H2プラズマと COプラズマの発光分

光スペクトルを示す。C2H2 プラズマには 656nm

に Hα、486nmに Hβ、及び 431nmに CH の発光ピ

ーク等が観察された。CO プラズマには CO 分子

の 3rd Positive、Herzberg、Angstromバンド 1)の強

い発光ピークと、778nm、845nmに酸素原子の微

弱な発光ピークが確認できた。CO プラズマには

水素の原子発光は確認できなった。 

1000 1200 1400 1600 1800 2000
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Raman shift [cm
-1

]

In
te

n
si

ty
 [

ar
b

. 
u
n

it
] a-C film (CO)

a-C film (C2H2)

 
 

FE-SEM による断面観察から薄膜の膜厚を測

定し、成膜レートを算出した結果、CO では

45nm/min、C2H2では 110nm/min であった。Fig.2

に CO と C2H2で成膜した薄膜のラマンスペクト

ルを示す。COと C2H2を用いた薄膜は異なるラマ

ンスペクトルを示した。CO を用いた薄膜からは

1350cm
-1と 1580cm

-1付近にピークが確認できた。 

CO と C2H2による成膜レートの違いは、同じ流

量での炭素供給量の差と、プラズマ中に存在する

酸素のエッチング効果によるものと考えられる。

ラマンスペクトルに現れた 1350cm
-1 と 1580cm

-1

付近の 2 つのピークは、それぞれ a-C膜によく観

察される D ピークと G ピークである。CO プラズ

マにより成膜された a-C 膜のラマンスペクトル

は、炭化水素原料や炭素スパッタで基板加熱した

場合と類似している 2)。 

4. まとめ 

 CO ガスを用いた RF プラズマ CVD 法により

a-C 膜を成膜した。CO プラズマを用いた a-C 膜

は、C2H2 プラズマに対して成膜レートが遅くな

り、異なるラマンスペクトルを示した。 
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Fig. 1 Optical emission spectra of C2H2 and CO plasma. 

Fig. 2 Raman spectra of a-C films from C2H2 and CO. 
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